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Robert Mroczyński urodził się 2 marca 1978
roku w Warszawie, gdzie też ukończył XXXV
Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Pru sa
w klasie o profilu matematyczno-fi zycz nym
(1997). W następnym roku roz po czął studia na
Wydziale Elektroniki i Technik Infor ma cyj nych
Politechniki Warszawskiej. Po uzyskaniu ty tu -
łu magistra inżyniera (spec jal ność Mikro elek -
tro nika) rozpoczął studia III stopnia (2003).
Pra cował w Instytucie Tech no logii Elek tro no -
wej na stanowisku inży nie ra, a także jako
asys tent w Instytucie Mikro elek troniki i Opto -
elek tro niki Politechniki War szawskiej. W 2008
ro ku uzyskał tytuł dok tora nauk technicz -
nych w zakresie elek tro niki i od tego samego
roku pra  cuje jako adiunkt w Instytucie Mi kro -
 elek tro  niki i Opto elektroniki Politechniki War -
 szaw skiej.

Jest autorem bądź współautorem 17 pub li -
kacji naukowych, w tym 8 z nich notowane są
na Liście Filadelfijskiej. W swoim dorobku po -
siada także 18 komunikatów oraz 5 wystą pień
konferencyjnych (w tym dwa wystąpie nia za -
gra niczne). Jego komunikaty konferen cyj ne
zo stały trzykrotnie wyróżnione na kon fe ren -
cjach ELTE (2004 i 2007) oraz na mię dzy na -
ro  do wym sympozjum „Diagnostics &Yield”
(2006). Re cenzował także prace nau kowe
zgła szane na 216th Meeting of Elec tro che mi -
cal Society w pa nelu tematycz nym: „EuroCVD
XVII and CVD-17”.

Realizował jako jeden z wykonawców za -
 dania w trzech projektach europejskich: Sili -

con-based Nanodevices — SINANO (2004–
–2007), Pulling the Limits of NanoCMOS Elec -
tronics — PULLNANO (2007–2008) oraz Si li -
con-based Nanostructures and Na no devices
for Long Term Microelectronics Appli  cations
— NANOSIL (2008–2011). Aktualnie jest tak że
wykonawcą dwóch projektów włas nych oraz
kierownikiem projektu pt. Tech no lo gia i cha -
rak teryzacja struktur MIS z po dwój na warstwą
dielektryka bramkowego dla zastosowań w nie -
ulotnych pamięciach pół przewodnikowych
(NVSM).

W 2009 roku uzyskał stypendium CAS/2/
/POKL dla młodych doktorów w ramach Pro -
gra  mu Rozwojowego Politechniki War szaw -
skiej, realizowanego przez Centrum Studiów
Zaawansowanych Politechniki War szaw skiej.

Dwukrotnie wygłaszał wykłady i lekcje fes -
tiwalowe na XIII i XIV Warszawskim Fe sti wa lu
Nauki (2009 i 2010). Uzyskał także no mi na cję
i uczestniczył w charakterze Eks per ta Bran żo -
wego w projekcie Foresight priory te towych, in -
nowacyjnych technologii na rzecz automatyki,
robotyki i techniki pomiarowej.




